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【手続補正書】
【提出日】平成22年12月17日(2010.12.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　底部を有する凹部（３）を基体（Ｓ）の所定の位置に形成する工程と、
　基体（Ｓ）に触媒ナノ粒子（５、６）を供給する工程と、
　凹部（３）の底部と異なる位置に供給されたナノ粒子（６）を選択的に取り除く工程と
、
を含むことを特徴とする基体（Ｓ）に触媒ナノ粒子（５）を形成する方法。
【請求項２】
　基体（Ｓ）に触媒ナノ粒子（５、６）を供給する工程が、
　基体（Ｓ）に少なくとも１つの触媒材料層（４）を供給し、触媒材料が凹部（３）の少
なくとも底部を覆う工程と、
　少なくとも１つの触媒材料層（４）をナノ粒子（５、６）に分割する工程と、
により為されることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　少なくとも１つの触媒材料層（４）をナノ粒子（５、６）に分割する工程が、熱および
／またはプラズマ支援法により為されることを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　基体（Ｓ）に触媒ナノ粒子（５、６）を供給する工程が、
　ナノ粒子（５、６）と溶媒とを含む溶液よりナノ粒子（５、６）を基体（Ｓ）に析出す
る工程と、
　ナノ粒子（５、６）を析出後、溶媒を取り除く工程と、
により為されることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　溶媒を取り除く工程が、蒸発により為されることを特徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　凹部（３）の底部と異なる位置に供給されたナノ粒子（６）を選択的に取り除く工程が
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、
　犠牲材料（７）を基体（Ｓ）に堆積し、犠牲材料（７）が少なくとも凹部（３）の底部
に供給されたナノ粒子（５）を覆う工程と、
　凹部（３）の底部と異なる位置に供給されたナノ粒子（６）を取り除く工程と、
　犠牲材料（７）を取り除く工程と、
により為されることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　犠牲材料（７）を取り除く工程が、湿式洗浄方法により為されることを特徴とする請求
項６に記載の方法。
【請求項８】
　凹部（３）の端部から不純物（８）を取り除く工程を更に含むことを特徴とする請求項
７に記載の方法。
【請求項９】
　凹部（３）の端部から不純物（８）を取り除く工程が、基体（Ｓ）をＨ２ＳＯ４：Ｈ２

Ｏ２が１：４の溶液に５分間浸漬することにより為されることを特徴とする請求項８に記
載の方法。
【請求項１０】
　凹部（３）を基体（Ｓ）の所定の位置に形成する工程が、基体（Ｓ）の所定の位置に凹
部（３）をエッチングして為されることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　エッチングの前に、基体（Ｓ）にリソグラフィー法により所定の位置を規定する工程を
更に含むことを特徴とする請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　基体（Ｓ）がベース基体（１）を含み、凹部（３）を基体（Ｓ）の所定の位置に形成す
る工程がベース基体（１）に凹部（３）を形成して為されることを特徴とする請求項１に
記載の方法。
【請求項１３】
　基体（Ｓ）がベース基体（１）と誘電体層（２）とを含み、凹部（３）を基体（Ｓ）の
所定の位置に形成する工程が誘電体層（２）に凹部（３）を形成して為されることを特徴
とする請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　基体（Ｓ）に細長いナノ構造体（９）を成長させる方法への請求項１記載の方法の使用
。
【請求項１５】
　底部を有する凹部（３）を基体（Ｓ）の所定の位置に形成する工程と、
　基体（Ｓ）に触媒ナノ粒子（５、６）を供給する工程と、
　凹部（３）の底部と異なる位置に供給されたナノ粒子（６）を選択的に取り除く工程と
、
　凹部（３）の底部に供給されたナノ粒子（５）を触媒として用いて、凹部（３）に細長
いナノ構造体（９）を成長させる工程と、
を含むことを特徴とする基体（Ｓ）に細長いナノ構造体（９）を形成する方法。
【請求項１６】
　基体（Ｓ）に触媒ナノ粒子（５、６）を供給する工程が、
　基体（Ｓ）に少なくとも１つの触媒材料層（４）を供給し、触媒材料が凹部（３）の少
なくとも底部を覆う工程と、
　少なくとも１つの触媒材料層（４）をナノ粒子（５、６）に分割する工程と、
により為されることを特徴とする請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
少なくとも１つの触媒材料層（４）をナノ粒子（５、６）に分割する工程が、熱および／
またはプラズマ支援法により為されることを特徴とする請求項１６に記載の方法。
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【請求項１８】
　基体（Ｓ）に触媒ナノ粒子（５、６）を供給する工程が
　ナノ粒子（５、６）と溶媒とを含む溶液よりナノ粒子（５、６）を基体（Ｓ）に析出す
る工程と、
　ナノ粒子（５、６）を析出後、溶媒を取り除く工程と
により為されることを特徴とする請求項１５に記載の方法。
【請求項１９】
　溶媒を取り除く工程が、蒸発により為されることを特徴とする請求項１８に記載の方法
。
【請求項２０】
　細長いナノ構造体（９）の成長が、化学気相成長法により為されることを特徴とする請
求項１５に記載の方法。
【請求項２１】
　細長いナノ構造体（９）を成長させる工程が、
　カーボンソースとアシスタントガスとを供給する工程と、
　基体（Ｓ）を加熱することにより細長いナノ構造体（９）を成長させる工程と、
を含むことを特徴と請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　細長いナノ構造体（９）を成長させる工程が、基体（Ｓ）を６００℃から８００℃の間
の温度に加熱して為されることを特徴とする請求項２１の方法。
【請求項２３】
　凹部（３）の底部と異なる位置に供給されたナノ粒子（６）を選択的に取り除く工程が
、
　犠牲材料（７）を基体（Ｓ）に堆積し、犠牲材料（７）が少なくとも凹部（３）の底部
に供給されたナノ粒子（５）を覆う工程と、
　凹部（３）の底部と異なる位置に供給されたナノ粒子（６）を取り除く工程と、
　犠牲材料（７）を取り除く工程と、
により為されることを特徴とする請求項１５に記載の方法。
【請求項２４】
　基体（Ｓ）がベース基体（１）を含み、凹部（３）を基体（Ｓ）の所定の位置に形成す
る工程がベース基体（１）に凹部（３）を形成して為されることを特徴とする請求項１５
に記載の方法。
【請求項２５】
　基体（Ｓ）がベース基体（１）と誘電体層（２）とを含み、凹部（３）を基体（Ｓ）の
所定の位置に形成する工程が誘電体層（２）に凹部（３）を形成して為されることを特徴
とする請求項１５に記載の方法。
【請求項２６】
　細長いナノ構造体（９）の成長がベース成長により為されることを特徴とする請求項１
５に記載の方法。
【請求項２７】
　細長いナノ構造体（９）の成長がチップ成長により為されることを特徴とする請求項１
５に記載の方法。
【請求項２８】
　半導体製造工程での請求項１５に記載の方法の使用。
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